Propuesta de Curso
TOPICOS ESPECIALES DE FISICA DEL ESTADO SOLIDO:
Materiales Semiconductores: Fenomenología y Aspectos Experimentales

Programa analítico.

Capítulo I: Aspectos Básicos en Semiconductores

Visión fisicoquímica de los semiconductores. Enlace iónico y covalente. Coordinación Estructuras cristalinas. Gap medio. Gap interbandas. Estructura de bandas de energía. Potenciales periódicos. Zonas de Brillouin. Estadistica de portadores en equilibrio. Masa efectiva de portadores. Procesos de conducción. Niveles de impurezas. Estados de defecto electrónico. Dopantes. Absorción óptica. Semiconductores atípicos.

Capítulo II: Preparación de Semiconductores.
Crecimiento de cristales. Método de Czochralsky. Crecimiento de semiconductores policristalinos. Materiales en película delgada. Crecimiento epitaxial. Evaporación. Descomposición química en fase vapor (CVD). Descomposición pirolítica. Características básicas  de un plasma de baja energía. Sputtering. Descarga luminiscente. Incorporación controlada de impurezas.
Capítulo III: Instrumentación Básica.

Sistemas de vacío. Teoría de vacío. Aspectos de diseño. Bombas. Trampas. Cálculo de impedancias. Detección de pérdidas. Criostatos. Aspectos de diseño. Medición de temperatura. Amplificadores sensibles a fase. Electrómetros. Detectores ópticos. Fotomultiplicadores. Diodos. Termocuplas. Monocromadores. Fuentes de luz

Capítulo IV: Propiedades de transporte.
Mediciones básicas de transporte eléctrico. Método de las cuatro puntas. Método de Van der Paw. Errores. Métodos no contactantes. Concentración de portadores. Perfil de resistividad. Efecto Hall. Movilidad. Poder termoeléctrico.

Capítulo V: Portadores fuera de equilibrio
Fotoconductividad. Cuasi niveles de Fermi. Recombinación de portadores. Trampas. Vida media. Longitud de difusión. Juntura p-n. Contacto metal-semiconductor. Juntura Schotkky. Efecto PEM. Decaimiento de la fotoconductividad. Fotoconductividad modulada. Fenómenos de relajación térmica. Espectroscopías de estados de defecto. Corrientes y voltajes inducidos por haces electrónicos (EVIC, EVIV). 
Capítulo VI: Propiedades ópticas.
Absorción. Tipos de transiciones fundamentales. Semiconductores de gap indirecto. Transiciones entre bandas de impurezas. Transiciones interbandas. Coeficientes de absorción. Determinación del gap óptico. Constantes ópticas. Absorción de la red, relación con la fotoconductividad. Método de CPM. Espectroscopías de deflexión fototérmica (PDS) y fotoacustica (PAS). Espectroscopía IR. Raman. Transiciones radiativas. Eficiencia radiativa. Foto-, electro- y cátodo-luminiscencia.
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R. Zallen “The physics of amorphous solids”
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L. Marton “Methods of experimental physics”
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R.V. Stuart “Vacuum technology, thin films, and sputtering. An introduction”
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DURACION  80 Horas
RESPONSABLES DEL DICTADO: R.D. Arce, R.R. Koropecki, J. A.  Schmidt

AYUDANTES  -----

OBJETIVOS DEL CURSO

El curso prevé un repaso de las propiedades de semiconductores, luego de la cual se realizará una descripción de métodos de preparación, técnicas de medición y rutinas de caracterización de propiedades estructurales, ópticas y de transporte de semiconductores, tanto masivos como en película delgada. Se pondrá énfasis en aspectos del funcionamiento de equipos usualmente empleados así como detalles de los fundamentos de las de medición de estas propiedades, que normalmente no se estudian en la carrera de grado. 

PERFIL DE LOS ALUMNOS A QUIENES ESTA ORIENTADO EL CURSO
Alumnos de la carrera del Doctorado en Física. El curso puede ser útil para estudiantes de postgrado o extensión en Física y Química de Materiales, así como para el Programa de Educación Continuada.

FECHA DE INICIACION

Programado para 2do cuatrimestre de 2007. La fecha de iniciación se coordinará con los alumnos interesados durante el mes de julio de 2007

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS

Fundamentos de Física del estado sólido, Fundamentos de Mecánica Cuantica.
FORMAS DE EVALUACION

Exámenes parciales y un examen final.
NUMERO TOTAL DE HORAS DE TEORIA   60 Horas

NUMERO TOTAL DE HORAS DE PRACTICA O COLOQUIO    20 Horas

NUMERO DE EXAMENES PARCIALES   Dos

TIPO Y DURACIÓN DEL EXAMEN FINAL

Examen escrito – 4 horas, Evaluación oral.

FINANCIAMIENTO DEL CURSO

No se contemplan necesidades especiales de financiamiento del curso. La bibliografía es accesible localmente y los alumnos deben tener acceso a facilidades de cómputo, que existen dentro de la UNL o del INTEC
